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Description 

La presente invention a pour objet' un circuit integre protege des rayons ultra-violets. Elle s'applique aux 
circuits lntegres realises en technologie MOS et en particulier aux circuits integres cornprenant des cellules 
m6moires a grille flottante. 

II est courant d'utiliser des cellules mt.moires a grille flottante pour partlculartser un circuit lntllgre en sortie 
de fabrication, aprts les s6quences de test entre autres utilisations, pour fixer les divers chemlns d'accts, 
autorlserou non la lecture de zones IMmolres. Ces cellutea memoires sont alora uttlls6es comme dee fuslbles. 
Elles sont blen sQr utllisees aussl, classlquement, dans des zones memoires de circuit lnt6gr6. 
Ces cellules memoires a grille flottante sont sensibles aux rayons ultw"a-vlolets, qui provoquent le d6stockage 
des charges de la grille flottante. Or tout utlllsateur peut soumetlre un circuit aux rayons ultra-violets. II est done 
important, dans certalnes applications, de protegerle circuit des rayons ultra-vloiets, comme parexemple, dans 
les applications demandant une haute s6curlte quant au maintlen des Informations dans une m6molre. Alnsl, 
n est n6cessalre de garantir a certains utillsateurs une lrnmunlte totale aux rayons ultra-violets pendant plu­
sieurs ann6es. 
De maniere connue, on place alors un masque de metal, de !'aluminium par example, sur le circuit integr6. 
Alnsl sont par exemple reallsees des cellules dltes UUPROM (Ultra-violet Unerasable PRogrammal)le 
Memory), a partlr des cellules EPROM. L'exp6rlence montre que ces cellutes offrent une protection aux rayons 
ultra-violets limltee dans le temps. 

En effet, dans un premier example de realisation, cette protection n'est que de quelques semalnes. Cecl 
n'est pas suffisant pour certaines applications. 

Dans eet example, on a place sur la cellule, dans un plan horizontal, un masque de metal qui lsole des 
rayons ultra-violets, 1'61ement de la cellule a proteger, a savolr la grille flottante. Cornme ii n'y a cependant pas 
de protection entre le plan du substrat et celul du masque de metal, des rayons ultra-violets peuvent attelndre 
la grille flottante lndlrectement, par r6flexlon entre le substrat et le plan de metal, d6stockant alnsi les charges 
qui y sont accumul6es: l'lmmunlt6 aux rayons· ultra-violets ne depasse pas quelques semalnes. 

Pour obvler a ce manque d'efflcaclte, dans un deuxieme exemple de rnllsallon, on a falt des retombees 
de metal vertlcales du plan de m6tal. Ces retombees sont ancrees sur le substratautourde la cellute a protllger. 
En fail, ces retomb6es de m6tal sont ancr6es sur des diffusions de m6me type mals plus dopees en lmpuret6s 
que celui du substrat. Ce sont des diffusions de prise de contact, par example p+ rnllsees dans un substrat 
P. 

Une cellule memoire a grille flottante dolt cependant avolr sa source, son drain et sa grille de contrOle 
connect6es a des llgnes conductrlces transportant les slgnaux de commande permettant de lire, de program­
mer ou d'effacer cette cellule. SI on !Sole cette cellule avec les retomb6es de metal ancrees sur une diffusion 
p+ de prise de contact, H faut cependant pouvolrfaire ces connexions aux llgnes conduetrlces. On peut le faire 
pour la source ou le drain, qui dans l'exemple pris d'un substrat P, sont r6alls6s par des diffusions W. II sufflt 
de faire un caisson Ni l'interieur duquel on va r6allser la diffusion de prise de contact p+ pour ancrerles retom­
bees de metal Rm. Et a cheval sur le substrat et le caisson, on r6allse deux diffusions W: l'une qui sera par 
example la source de la cellule, l'autre qui permettra par example le contactage en metal d'une llgne conduc­
trlce. La realisation d'un tel caisson N est en effet necessaire, car on ne peut technologlquement realiser direc­
tement ui1e diffusion p+ dans une diffusion W, a cause de leurs taux d'impuretes respectifs. 

C'eat ia connexion de la grnte de contrOle qui est r6alisee parune region en poly-eUlclum qui pose probleme. 
En effet, la l'(tgion en poly-slllcium, qui materialise la grille de contrOle, est au dessus du plan du substrat, mals 
en dessous de la plaque de m6tal. Elle empAche a son endrolt une retombee verticals telle que d6crlte. En 
effet, ii n'est pas possible de couper la grille de poly-sllicium, nl de contacter la grille de contrOle a la plaque 
de metal qui est reliee a un potentlel: ta grl!le de contrOle seralt court-circultee. En pratlque, 11 n'y a pas de retom­
bees de metal au niveau de la connexion entre la grille de contrOle et l'ext6rieur. La cellule n'est pas entlerement 
isolee. 

On a done, dans cet example, certes redultles entr6es possibles pour les rayons ultra-violets, mals ceux-ci 
peuvent toujours passer, via la grille de contrOle en poly-slllcium. Et ces rayons, par r6flexlon entre le plan de 
metal et le substrat, peuvent atteindre la grille flottante. La duree d'lmmunlt6 est ainsl augmentee a quelques 
mois. Pour des applications qui requiitrent 4 a 5 annees minimum d'immunlte, le r6sultat n'est pas satisfalsant. 

Dans un trolsieme exemple de realisation, on a alors modlflt le trac6 de la grille de contrOle en poly-slllclum, 
de maniere a attenuer le taux de r6flexlon des rayons ultra-violets. Un tel exemple de realisation est present6 
sur la figure 1. Dans cette vue de dessus du circuit, on dlstlngue deux lignes de m6tal, qui representent !'impact 
sur le substrat des retombees verticales de metal. Ces lignes sont mat6rialls6es, sur la figure 1, par une zone 
d611mlt6e en traits gras. 

On distingue aussi une llgne de poly-sillclum, hachur6e sur la figure, qui traverse, sans y Atre contact6e, 
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les deux lignes de m6tal. Du c0t6 lnt6rieur de la zone prot6g6e, la llgne de poly-slllclum fait plusieurs virages 
a 90 degr6s, le long d'un axe directeur. Les deux lignes de m6tal sulvent, de chaque cote, le parcours slnueux 
de la ligne de poly-slllcium. Par ces zigzags de metal et de poly-slllclum enchev6tnis, les reflexions des rayons 
ultra-violets sont fortement att6nu6es et on obtlent alnsl plusleurs annees d'lmmunlte aux rayons ultra-violets. 

5 Cependant, ceci se falt au d6trlment de la surface occup6e par la cellule; en effet, ces zigzags le long d'un 
axe directeur coOtent beaucoup de place. Et ils en coOtent d'autant plus que la duree d'immunit6 recherchee 
est grande. Ainsi, dans l'etat actuel de la technique, on obtlent une lmmunit6 de 4 ans pour une longueur, sur 
l'axe dlrecteur des zigzags, de l'ordre de 200 µm. SaChant que pour ce m6me etat de la technique, la cellule 
EPROM occupe normalement une surface de l'ordre de 180 µm2, on voltque cette augmentation de surface 

10 est un Inconvenient majeur en pratfque, car on cherche toujours a diminuer les surfaces en vue d'une toujours 
plus grande denslt6 d'int6gratlon. De plus, ce rajout de matleres entraine un surcoOt de fabrication. 

L'lnvention a pour objet de r6soudre ces inconvenlents, en proposant une structure de cellule dlff6rente, 
qui permet d'une part, de realiser un anneau constltue de retombees de metal qui solt contlnu autour de la 
cellule et d'autre part, de dlmlnuer conslderablement la dimension surfaclque de la cellule UUPROM alnsl obte-

15 nue. 
La presente Invention a done pour objet un circuit lnt6gr6 realise en technologie MOS i partlr d'un semi­

. conducteur d'un premier type de dopage, comportant au molns une cellule memolre i grille flottante ayant une 
source, un drain et une grille de contrOle et prot6gee des rayons ultra-violets par un masque de metal qui la 
recouvre sur une surface sup6rleure, ce masque ayant des points d'ancrage sur le substrat semi-conducteur 

20 r6alis6s par des retomb6es de metal du masque de metal, comme connu des documents US-A-4519050 et 
EP-A-0227549, caracterlse en ce que la grille de contrOle est r6allsee par une diffusion du second type de 
dopage, et en ce que ces points d'ancrage torment un anneau de metal contlnu, ancre sur un anneau de dif­
fusion de mime type mais plus dope que le substrat et plus large que l'anneau de metal, cet anneau lsolant 
completement des rayons ultra-violets la cellule memoire il grille flottante dans une zone lnterleure i l'anneau 

2s de m6tal, le drain, la source et la grille de contrale 6tant connect6s i l'ext6rleur de l'anneau de metal par des 
connexions enterr6es. · 

Les caract6rlstlques et avantages d'un circuit selon !'Invention sont donn6s dans la description qui suit. 
Cette description est falte en rMerence aux figures annexees, i titre indlcatlf et nullement llmltatlf de I' invention. 
Dans ces figures: 

so - la figure 1 est une vue de dessus d'un croisement d'une llgne de slliclum poly-crlstallin et de deux llgnes 
de m6tal dans 1'6tat de la technique de protection aux rayons ultra-violets, deji d6crlte precedemment, 
- la figure 2 est une vue de dessus d'une partle d'un circuit prot6g6e des rayons ultra-violets selon !'Inven­
tion, 
- la figure 3 est l'equlvalent 61ectronlque de la fonctlon represent6e en vue de dessus sur la figure 2, 

35 - la figure 4a est une vue en coupe AA' de la figure 2, 
- la figure 4b est une vue en coupe.BB' c!e la figure 2, 
- la figure 4c est une vue en coupe CC' de la figure 2, 
- la figure 4d est une vue en coupe DD' de la figure 2. 
La figure 2 est une vue en plan de dessus d'une zone de circuit int6gr6 protjgee des rayons ultra-violets, 

«J selon un mode de r6allsatlon de !'Invention. 
Dans ce mode de realisation, deux cellules memoires il grllle flottante C1 et C2, de structures symetriques 

par rapport a un axe M, sont protegees det1_rayons ultra-violets dens une mAme zone lnt6rleure 1. Cette zone 
lnt6rleure 1 est dellmlt6e dans le plan .de la figure 2, par un anneau contlnu de metal Am dellneamente en traits 
gras sur la figure 2. Dans le plan de cette figure, l'anneau Am est repr6sente par l'lmpact des retombees ver-

45 ticales de metal d'un masque de metal. Cet anneau de metal est limlt6 en largeur par deux bordures extr6mes 
paralleles et en hauteur par le plan du substrat et le plan du masque de metal. Sa forme geometrlque dans le 
plan de la figure 2 est definie comme suit: 

- deux c0t6s paralleles, egaux et en vis i vis, encadrent verticalement la zone lnt6rieure 1; 
- un c0t6 horizontal H reunl les deux c0t6s gauche et drolt verticaux, par leurs extremlt6s basses; 

50 - de l'extremite haute du c0t6 gauche vertical, un cote part perpendiculalrement vers la drolte sur une lon­
gueur 1,, puls effectue un virage il 90° vers le bas pour attelndre une extr6mlt6 X d'un segment XX' per­
pendiculaire et dlrige depuls l'extremlte X vers la drolte; 
- de l'extr6mite haute du cOte droit vertical, un c0t6 part perpendlculairement vers la gauche sur une lon­
gueur 11, puis effeclue un vlrage i 90° V'ers le bas pour attelndre une extr6mlt6 X' du segment XX'; 

ss - I' axe de symetrie M est la mediatrlce du segment XX'. 
Dans le plan de la figure 2, la surface de l'anneau de metal Am est lncluse entierement dans la surface 

d'un anneau de diffusion Ad. Les deux bordures extr6mes qui dellmitent la largeur de l'anneau de diffusion Ad 
sont paralleles aux bordures extrAmes de l'anneau Am qu'll contfent l'anneau Ad a la m6meforme que l'anneau 
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Am qu'U contient. Par allleurs, l'anneau Ad est bord6 par une bordure limite Bl sur sa bordure extr6me externe, 
sa bordure extrAme interne delimltant la zone interleure 1. 

Dans la suite, on appelle frontlere F, !'ensemble conatitu6 des anneaux Am et Ad et de la bordure Bl. Et 
on prend par example un substrat de type P. 

Sous la frontiere, a l'endrolt du segment XX', un caisson N ca1 est dellmlt6 par un parallelogramme. La 
frontlere F le traverse, parallelement a deux c0t6s du parall61ogramme, en vue de dessus. 

Dans un exemple preter6, le paralletogramme du caisson Ca1 est un rectangle, lea 2 c0t6s de la plus 
grande longueur 6tant paralltles a la frontlere qui traverse le caisson ca1. La m6dlatrlce des c0t6s du caisson 
Cs1 parallilles a la frontiilre est confondue avec la m6dlatrlce M du segment XX', qui est encore I' axe de sym6-
trle M du circuit dans cet example de realisation selon !'Invention. Sur la figure 2, le caisson Ca1 est d611mlt6 
par des traits frang6s. 

A cheval sur le substrat et une partle du caisson Ca1, a l'ext6rieur de la frontiilre, une zone Z1 dlffus6e 
N+ est detimitje par un parallelogramme. Un contact de m6tal AG est realise sur toute une partle de l'extr6mlt6 
externe a la frontlere F de la zone dlffus6e Z1. AG est la masse command6e d'un plan m6molre non represente 
contenant les cellules C1 et C2. 

Dans l'exemple, ce parall61ogramme est rectangulalre. Les deux c0t6s de la plus grande longueur de la 
diffusion Z1 sont paralleles a ceux de la plus grande longueur du caisson Ca1. Its sont aussl molns longs; leur 
rn6dlatrice est confondue avec l'axe M de symetrle. 

A cheval sur le caisson Ca1 et sur le substrat cote zone lnttrleure 1, une partle 10 d'une zone dlffusee N+ 
Z2 est de m6me forme, d'6gale et parallele plus grande longueur que la zone dlffusee Z1 en vis l vis. La zone 
dlffusee Z2 est symetrlque par rapport l l'axe M. La partle 10 se prolonge par un r6trltclssement oblique 20 
de symetrle M vers un nouveau parall61ogramme 30 de sym6trle M. Cette dernlere partle 30 de la zone dlffus6e 
Z2 se continue par une zone diffus6e N'" qui s'6tend, sur sa plus grande longueur, perpendlculalrement a l'axe 
M et symetrlquement de part et d'autre .de celul-ci: a gauche de l'axe M, c'est la source S1 de la cellule C1; a 
drolte, c'est la source ~ de la cellule C,i. 

En fait, cette disposition permet de relier la source S1 et la source ~ a la masse commandee AG par un 
seul lien conducteur mat6rialis6 par I~ zone Z2, par le caisson Ca1, par la zone Z1, et enfin par le contact metal 
par lequel est transmls le signal de masse command6e AG (pour /vray Ground, en fltt6rature anglo-saxonne). 
Mais ce lien conducteur alnsi materialise est en fait la reunion de deux liens conducteu!'fl, chacun des liens 
etant notamment de largeur sufflsante pour l'appel de courant sur chacune des sources S1 et 82. 

Dans la suite de la description,. on s'lnt6resse au demi-plan gauche par rapport a !'axe M, qui contient la 
cellule C1• La description s'applique de manil!ll'.e symetrlque (symetrle M) au demi-plan drolt qui contient la cel-
lule C2. · 

La cellule rn6molre C1 a une zone source S1 et une zone drain 01 qui sont des diffusions N'", une grille 
flottante GF1 rltalls6e sousforme d'une r6glon en poly-sillcium et une grille de contrOle GC1 qui est une diffusion 
N'" dans !'invention. · 

Si on part vers la gauche, a partlr de la zone diffusee N+ de la source S1• Celle-cl est coup8e perpendlcu­
lalrement a sa plus grande longueur, soit verticalement, par une branche 100 rectangulalre de la grille flottante 
GF1• L'axe de la plus grande longueur de la branche 100 est vertical. Allgn6e dans l'axe horizontal de la plus 
grande longueur de la zone S1, a gauche de la branche 100, on a la zone dlffusee N'" du drain D1 de la cellule 
C1• A gauche de cette zone 01, une autre branche 200 de la grille flottante GF1 passe au-deasus de la zone 
01 perpendiculairement a sa plus grande longueur (solt vertlcalement dans la description). La branche 200 a 
la m6me forme dans le plan de la figure 2 que la branche 100, mals. elle est plus etrolte. A l'extr6mlt6 haute 
de la branche 200, la zone de diffusic:.in 1)1 se continue en une autre zone de diffusion N"" Z3, qui part vertica­
lement vers le haut, puis rapldement en oblique gauche vers le haut de la zone interieure 1. Cette zone Z3 se 
termlne par un paral16logramme 11, de pr6ference rectangulalre. La diffusion Z3, dans cette partie 11 est rea­
lis6e a cheval sur le substrat de la zone lnt6rleure et un caisson Cs2. 

Le caisson Cs2 est de prM6rehce rectangulalre; ses deux c0t6s de plus grande longueur sont paralleles 
a ceux du parallelogramme 11 de la zone Z3 en vis a vis et plus longs. Le caisson Cs2 est traverse par le c0t6 
gauche vertical de la frontlere, parall61ement a ses deux c0t6s de plus grande longueur. 

A l'ext6rieur de la frontiilre, a cheval sur le substrat et le caisson Ca2, une diffusion N+ Z4 est realisee de 
mAme forme et d'6gale plus grande longueur que la partle 11 de la diffusion Z3, qui est en vis a vis. Cette dif­
fusion Z4 a une partie a gauche plus etrolte qui forme aussi un parall61ogramme et qui realise la source S~ 
du transistor de s61ection TS1• Cette P&rtie diffusee St1 est coup6e a gauche et perpendlculairement par une 
region poly-sRlclum qui r6alise la grille de commande Gt1 du transistor de selection et qui transporte un signal 
de llgne de mot LM1. 

Cette region en poly-sillclum coupe a gauche et perpendlculairement la zone de diffusion de drain D~ du 
transistor TS1, zone D~ qui est en vis a vis de celle de la source S~. Sur cette zone de diffusion Dth est r6alis6e 
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un contact metal. Ce contact metal transmet un signal de ligne de bit LB1 au drain Ot1 du transistor de selection 
TS1. 

La zone de diffusion Z3, lndlrectement par le blais du caisson Ca2 et de la zone de diffusion Z4, contacte 
le drain 01 de la cellule C17 ii la souree St1 du transistor de selection TS1(figure3). 

La zone 01 se prolonge en effet comme on l'a vu par la zone de diffusion Z3. 
Labranche 200 de la grille flottante GF1 par allleurs se rapproche a un endrolt du substrat, dimlnuant alnsl 

l'epalsseur d'oxyde ll cet endroit et notamment a proximlte du drain 01: cette r6glon d'epalsseur d'oxyde plus 
falble (par exemple 9 mm (90 Angstrams) est appelee region d'oxyde tunnel o (figures 4.d, 4.a)). Elle favorise 
le transfert de charges entre le drain 01 et la grille flottante GF1• 

Les deux branches 1 oo et 200 rejolgnent en leur extremite basse un parallelogramme 300 place plus bas 
que les zones allgnees de la source S1 et du drain 01 de la cellule C1• Cette partle 300 de la grllle GF1 recouvre 
une diffusion N+ ZS qui realise sous cette grille flottante, la grille de controle GC1• La diffusion Z5 se prolonge 
vers la gauche, vers la frontiere oil elle se termlne ll cheval sur le substrat de la zone lnterieure 1 et un caisson 
N Ca4 realise de part et d'autre et sous la frontlere, comme les caissons Ca1 etc~ deJt vus. La frontlere tra­
verse le caisson C8.4 parallelement a un de ses cfttes. Ce caisson Ca4 est de prM6rence un parallelogramme. 
Ce sont les c6tes les plus courts qui sont, cette fols, ceux parall61es ii la frontln. Sur une partle du caisson 
du cMe exterieur ii la frontiltre, un contact metal est realise. II tranaporte un signal de commande de grille CG1 
de la grille de contrOle GC1 de la cellule C1• 

Les signaux AG, LB1, LM1 et CG1 sont les 4 slgnaux de commande assocles au transistor de sfllection 
TS1, et il la cellule memoire C1; parleuretat, lls commandentune lecture, une programmation ou un effacement 
de la cellule C1• Un exemple des etats correspondent I\ une lecture, une programmatlon ou un effacement aont 
donnes dans le tableau suivant: 

CGl LMl LBl AG 

ProgralllJllationl Vss I 20V 20V fen l'airf 

I I I I 
Effacement I 2ov I 20V en l'air I VSS I 

I l I I 
Lecture I 2v I sv vers le I Vss I 

I I !circuit de I I 
I I I lecture I I 

Vss est la masse 61ectrlque du circuit il laquelle eat relle le masque de metal et done egalement l'anneau de 
diffusion Ad. 

On a vu que l'anneau de diffusion de prise de contact Ad est avantageusement plus large que l'anneau 
46 Am qu'll contlent entl•rement. En effet, lea retombees vertlcales sont par exemple obtenues, en creuaant le 

circuit jusqu'au substrat, salon des proc6d6s technologlques blen connus. Des trous sont alors formes, dont 
le fond est constitue par la surface du substrat. II ne taut pas que la surface du substrat mlse ainsl a nue soit 
plus large que la diffusion de prise de contact i fleur du substrat, car, slnon, le metal risque de se contacter, 
non seulement sur cette diffuslon,·mais aussi de part et d'autre de cette diffusion, avec les rlsques de court-

50 circuit que cela entratne. 
A l'exterieur de l'anneau de diffusion de prise de contact, Ad, par rapport il la zone lnt6rfeure 1, la bordure 

llmlte Bl represente la projection des contours du masque de metal, dans le plan de la figure 2. Dans l'exemple 
d6crlt et comme on peut le voir sur les figures 4a a 4d, le masque de metal Mm deborde des retombees de 
metal Rm verticales. Ceci permet d'assurer de maniere fiable que la couche de metal, quand elle va Atre appll-

ss quee, va blen rempllr tousles trous jusqu'au fond, c'est a dire jusqu'll la surface du substrat. Pulsque la couche 
de metal est etalee, II est en effet preferable d'avolr une surface plane de part et d'autre du trou. 

La cellule memolre C1 a une grille flottante GF1 et une grille de contr61e GC1• Sa particularite essentielle 
utilisee dans !'invention, est que sa grille de contr61e est une diffusion et non pas une grille de poly-sillclum 
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comme pour las cellules UUPROM dans I' art ant8rieur. En effet, une cellule ayant sa grille de contr61e en dlf­
fUsion et sa grille flottante en poly-silicium, est sensiblement plus large qu'une cellule I} deW< nlveaux de po­
ly-sDlcium (grille flottante et grille de contrale). On a vu en effet que la grille de contrOle GC1 en diffusion est 
deportee dans le plan, par rapport aux regions source S1 et drain 01, la grille flottante recouvrant alors las 
regions source et drain d'une part et la grille de contrOle d'autre part. Dans une cellule a deux niveaux de po­
ly-silicium, la grille de contr61e recouvre la grille flottante, qui recouvre elle-mlme les regions source et drain. 
Une telle structure est done plus dense que celle etalee de la cellule I} un seul nlveau de poly~Hlclum. Cette 
plus grande consommatlon de surface est d'allleurs I' Inconvenient majeur de cette technologie dlte a un seul 
nlveau de poly-sUlclum. Cependant, on montrera plus loln que pour la r6allsatlon de cellule UUPROM, cet Incon­
venient majeur devlent un avantage certain. De plus, la reduction a 1 seul nlveau de poly-slllclum ellmlne 1 
nlveau de masque: cette technique est mains coQteuse en masques. 

Dans l'exemple, on a cholsit de representer une cellule de type EEPROM, et un mode possible de reali­
sation d'une telle cellule. Mais II est entendu que !'Invention ne se llmlte pas * cet exemple d'un rnoc;le de rea­
lisation nl a ce type de cellule. On auralt, par exemple, tout aussl blen pu repr6senter une cellule EPROM. La 
seute limitation est que la cellule comporte une grille flottante, element susceptible d'ltre decharge par des 
rayons ultra-violets. 

Une cellule EEPROM est necessairement commandee par un transistor de s61ection, d6s lors que l'on veut 
avoir au mains deux parml les trols commandes que sont la lecture, la programmatlon et !'effacement de la 
cellule. Le schllma electrique correspondant a la figure 2 est donn6 en figure 3. Le transistor de selection TS1 
et la ceUule m6molre C1 sont a canal de m6me type, oppose au type de dopage du substrat. 

La description qui estfaite avec un substrat P estfacllementtransposable ll un substrat de type N, en lnver­
sant le type d'impuretils et la polarisation dans la description. 

La cellule EEPROM est, dans l'exemple, non sym6trique: le drain 01 et la source 81 ne sont pas lnterchan­
geables. Le drain 01 est en effet particularise par une r6gion d'oxyde mince 0, sous la branche 200 de la grille 
flottante GF1, qui faclllte le transfert des charges par effet tunnel. C'est ce qui est represen~ en coupe DD' 
sur la figure 4d, avec la zone d'oxyde tunnel 0 sous la branche 200 de la grille flottante GF1• 

La diffusion W de la grille de coritrOle GC11 est realisee avant la region poly-siliclum 300, au dessus d'elle. 
La diffusion West alors bien pr6sente sous la grille flottante, comme on peut le volr sur les coupes M'et cc• 
des figures 4a et 4c respectivement. 

Les deux paragraphes precedents d6crivent une realisation possible d'une cellule EEPROM C1 a un seul 
niveau de poly-slliclum, dans une zone interieure 1. Cette structure de cellule permet que le passage de tous 
les slgnaux entre la zone lnt6rieure 1. et l'ext6rieur de la frontln dMlnle par les anneaux Am et Ad, se fasse 
tous en conduction par l'lnterm6dlalre d'un calsaon sous cette frontf6re. Ce sont des connexions enterrees, 
c'est a dire qui se font dans le subs~t sous la frontlere. Alnsl pour chacun des slgnaux llst6s cl-aprea, c'est 
ce type de connexion qui a etil utlllse: 

- la grille de conb'Ole GC1, a relier a la commande de la grHle CG1: caisson Ca4; 
- la source S1 de la cellule c,, a relier* la masse commandee AG: caisson Ca1; 
- la diffusion Z3, connectee au drain 01 de la cellule c,, * relier a la source St1 du transistor TS1: caisson 
Ca2. 
Prenons, par exemple, le caisson N Ca2. Ap,.s avolr r6allse ce caisson Ca2 (diffusion N dans le substrat 

P), on realise dans ce caisson Ca2 la diffusion p+ de l'anneau de prise de contact Ad (figure 2 et 4b): cette 
diffusion p+ occupe done toute la plus grande longueur du caisson en vue de dessus (figure 2). On realise 
ensulte une diffusion W, de part et d'autre de la diffusion p+ et a cheval sur le caisson Ca2 et le substrat P: 
dans l'exemple Z4, qui se prolonge par la souroe St1 et Z3. La conduction se fait entre les deux zones de dff· 
fusion W, Z3 et Z4, via le caisson Ca2, sous l'anneau de prise de contact Ad et done aussi sous l'anneau de 
metal Am. Une preml6re zone de diffusion est done dans la zone lnterieure 1, Z3 dans l'exemple. Une seconde 
est a l'extilrleur, Z4 dens l'exemple. 

On peut dans certalns cas ne pas realiser cette seconde diffusion et realiser dlrectement un contact m6tal 
sur la diffusion N du caisson, I} l'exterieur de la frontlere. Dans l'exemple de la figure 2, c'est ainsi qu'est r6alis6 
le contact metal assoclee a la oommande de grille de contr61e CG1• Cette deuxl6me r6allsatlon possible est 
representile en coupe sur la figure 4c. Tout depend de la topologle de la clrculterle qui gen6re par exemple 
CG1• Ainsi si le signal CG1 est genere loin de la cellule UUPROM, U sera amene jusqu'a elle, par une llgne en 
metal: on realisers alors dlrectement le co~« metal sur le caisson C~ dans l'exemple. Par contre, sl le signal 
CG1 est issu d'un transistor tout proche de la cellule UUPROM, ii arrlveta en diffusion Wet un contact W, sur 
le caisson s'imposera: c'est le cas dans l'exemple du caisson C92 pour le signal St,. Ces contacts metal sont 
realises a l'exterieur de la frontl6re: S'ils &talent en effet realises a l'int6rleur de la frontlere, II faudralt faire tra­
verser au conducteur m6tallique qui transporte un signal de commande, salt le masque de metal, soltles retom­
bees Rm de ce masque de metal qui sont mis au potential de masse Vss: on provoqueralt un court-circuit. 
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Les realisations du caisson N et de la diffusion p+ rajoutent deux op6rations supplementaires dans la rea­
lisation de la cellule. Parcontre, les masques correspondantexlstent etseul leurdessln est a modifier, de mAme 
que le dessln du m~sque des diffusions N"" a realiser. 

C'est parce qu'il faut emp6cher la conduction des differentes diodes PN, constituees par les Jonctions: 
5 - diffusion p+ et caisson N, 

- substrat P et caisson N, que l'on retie le masque de metal au plan de masse VSS du circuit Ainsi, ces 
differentes diodes sont toujours polarlsees en Inverse et bloquees. 
Par ailleurs, le rapport de la largeur I s8J)E1rant deux diffusions N+ de part et d'autre d'un caisson a la fron­

tlere, a la plus grande longueur L de ces diffusions N"" paralleles a la frontlere, est rendu le plus petlt possible, 
10 tout en respectant les regles de dessln, de manl8re a redulre au maximum la r6slstance lndulte R par le caisson 

N. En effet, la r6slstlvlte p du caisson N est plus forte que celle d'une diffusion N"", car la r6slstlvlt6 d'une dif­
fusion est inversement proportlonnelle au taux de dopage. Or la "'81stance lndulte R a comme consequence 
directe sur les slgnaux de commande, d'augmenter le temps d'acces de la cellule, alors que l'on cherche tou­
jours 6 dlmlnuer ce temps d'acces. On rappelle que la valeur de cette resistance lndulte, R, est donn6e par 

15 !'expression sulvante 
R = ~/L)xp 

Selon !'invention, on choislt de pr6ference un rapport l/L optimum pour une resistance lndulte minimum. 
En partlculler, c'est dans cet esprit que sont r6allsees dans l'exemple les diffusions pour les connexions 
enterrees liees au signal Af?, et 6 la source St1 du transistor de selection. 

20 On a vu pr6c6demment comment la diffusion de prise de contact p+ de l'anneau Ad est r6allsee dans un 
caisson N. En dehors des caissons realises pour assurer la conduction des slgnaux de commande, la diffusion 
p+ est directement reallsee dans le substrat P, comme on le volt par exemple en coupe AA', sur la figure 4a et 
en coupe DD' sur la figure 4d. 

C'est ainsl que l'on peut done ancreren contlnu des retomb9es de metal surune diffusion p+, cette diffusion 
25 etant tantat realisee dans le substrat P, tant~ reallsee dans un caisson N pour assurer la conduction des 

signaux de commande a l'lnterieur.de la frontiers. 
On peut ainsl proteger totalement des rayons ultra-violets toute cellule, ou tout ensemble de cellules qui, 

dans un certain perimetre, a tous ses signaux de commande en diffusion: l'anneau de prise de contact Ad et 
les retombees vertfcales de metal anerees sur l'anneau Ad seront faltes sur ce perlmetre. 

30 Dans le cas d'une cellule EEPROM qui est commandee par un transistor de setectlon TS1, on place de 
preference ce transistor de s81ectfon TS1 a l'exterleur de ce perlmetre car sa grille de commande est realisee 
en poly-slllcium. Cecl n'est pas gAnant par allleurs, car II n'est pas a proteger des rayons ultra-violets. 

En effet, ii seralt techniquement possible de r6allser un contact metal fl partlr d'une llgne de metal au dee­
sus de la grille de commande, entre cette griile de commande r6allsee en poly-slliclum et une diffusion N+, 

35 pour assurer la conduction entre ces deux parties. On pourralt aussi utillser une technologle de •burled-contact• 
qui permet de connecter dlrectement du poly-slllclum 6 une diffusion ou au substral Mais cette dernlllire tech­
nologle est chine et difficile 6 realiser. En utllisant de telles techniques on pourralt cependant inclure le tran­
sistor de selection dans la zone lnterieure 1, en reallsant une connexion entre cette diffusion N+et l'exterieur 
de la frontlere. 

40 Cette solution presente cependant de nombreux lnconvltnlents. Tout d'abord, elle augmente le nombre de 
caissons necessaires aux connexions entre la zone lnterieure 1 et l'exterieur. En effet, sl on place le transistor 
de selection TS1 6 l'exterleur, seule sa source St, est a connecter dans la zone lnterleure 1. En le pta99nt a 
l'int8rieur, non seulement la diffusion associee 6 la grille de commande, mals aussi celle du drain Dt1 sont a 
connecter a l'exterleur. On a alors dans ce cas un caisson supplementalre et done, la surface finale occupee 

45 par la cellule protegee est plus grande. De plus, le transistor de setectlon TS1 a alors les deux slgnaux de lignes 
de commande LB1 et LM11 qui sont transmis par l'lnterm8diaire d'un caisson sous la frontlere, ce qui degrade 
le temps d'acces au transistor et done a la cellule. Enfin le contact metal entre la grille de commande et une 
diffusion N+ devralt se faire par une ligne de m6tal, sltuee dans un plan au dessus de la grille de commande, 
cette ligne de mlttal ayant 6 ses deux extremites deux retombees, une sur la grille, une sur la diffusion. Comme 

50 la ligne de m6tal ne pourralt Atre dans le plan du masque du metal, on aurait done un deuxieme plan de metal 
comprls entre le premier plan de metai du masque de metal et la gn11e de commande. On aurait done deux 
niveaux de mlltal et une augmentation du nombre de couches du circuit. De plus, en pratlque, on ne veut qu'un 
seul nlveau de metal dans un circuit lnt6gr6, 6 memolre en partlculler. Enfln la multipllclte des contacts et modes 
de conduction tend 6 augmenter le .temps d'acces (conduction par l'intermedialre d'un caisson, contact metal 

55 entre une diffusion N"" et une region en poly-slllcium). 
On peut cependant remarquer que, selon cette technique, on pourralt "'81iser la protection totale selon 

!'invention, d'une cellule a grille flottante ayant sa grille de conbtlle en poly-slllcium et contactee en metal 6 
une diffusion W. Mais on a vu les lnconvenients d'une telle technique de contact metal et on lul pref6rera la 
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premiere technique de realisation d6crite. Ceci rend partlcullerement lnt6ressant le chobc d'une cellule 
EEPROM dont la grille de contr61e est r6alis6e sous la forme d'une r6glon en diffusion N+, situee sous la grille 
flottante et d'un transistor de s61ection plac6 a l'ext6rieur de la frontftre. Dans ce cas, les llgnes de metal evo­
qulles ci-dessus devlennent lnutlles. 

Enfln, on notera que dans !'Invention, II n'est pas lmp9rtant que les retomblles de metal solent vertfcales: 
c'est une caract6ristique qui d6coule seulement de l'exemple de proc6d6 d'obtentlon de ces retomblles d6crit. 
II fautseulement que ces retomb6es relientle masque de metal au substrat etqu'allea solent ancr6es en continu 
sur une diffusion du substrat, de manlere a !soler completement la zone lnterieure des rayons ultra-violets. 

Dans l'exemple de la figure 2, on a deux cellules m6molre C1 et Cz dans la zone lnterleure 1. On a alnsl 
une "double" cellule UUPROM. 

L'utllisation d'une cellule a grille de contrale dlffuslle a permls d'une part de prot6ger totalement des rayc>ns 
ultra-violets une cellule m6molre a grOle flottante, et ce de manl6re simple et dans le prlnelpe et surtout dans 
sa r6alisatlon pratlque, puisqu'll n'augmente pas le nombre de masques nllcessaires. II a permls d'autre part, 
et c'est un avantage consld6rable du point de vue denslte d'lnt6gratlon, de rltdulre oonsld6rablement la surface 
occup6e par une telle cellule UUPROM. Dans l'exemple de la cellule double, on peut attelndre par exemple 
une surface de 242 µm2. Par allleurs, la technologle assoclee aux cellulea A grille de contr61e en diffusion est 
plus simple et plus flable que celle des cellules 6 deux nlveaux de poly-sDlclum, 6 cause de I' absence d'lnter­
poly entre la grille flottante et la grille de contrOle. Ces avantages se rltpercutent done sur la flabillte de telles 
cellules UUPROM salon !'invention. 

Les cellules c, et C2 ont dans l'exemple, leur source 81 et~ au m6me signal de masse commandee AG : 
ce signal est commun en fait a tout le plan memolre et les cellules C1 et C2 sont independantes. D'aulres confi­
gurations sont possibles, sulvant la fonctlon logique a realiser. Dans l'exemple, on a rtdult la surface occupee 
par deux cellules memoire proteglles des rayc>ns ultra-violets selon !'invention, de deux fols la surface d'une 
llgne d'anneau Ad selon I' axe M, par rapport a la surface occuplte par deux cellules mernolre protegees cha­
cune lndependamment des rayons ultra-violets salon !'Invention. On pourralt aussl avolr une telle structure 
avec trois ou quatre cellules, en utlllsant une symebie par rapport au c0t6 bas horizontal H. 

Enfln, !'Invention s'appllque aussi a une cellule toute seule. 

30 Revendlcations 

35 

40 

45 

60 

55 

1. Circuit lntegrlt rltallsll en technologle MOS 6 partir d'un seml-conducteur d'un premier type de dopage 
(P), comportant au moins une cellule m6molre (C1) a grille flottante (GF1) ayant une source (81), un drain (01) 

et une grtlle de contrOle (GC1) et protegee des rayc>ns ultra-violets par un masque de metal (Mm) qui la reoouvre 
sur une surface superieure, ce masque ayant des points d'ancrage sur le·substrat aeml-oonducteur r6alls6s. 
par des retombees de metal (Rm) du masque de m6tal (Mm), caracterls6 en ce que la grille de contrOle (GC1) 

est reallsee par une diffusion du second type.de dopage (N"'), et en ce que ces points d'ancrage torment un 
anneau de metal contlnu (Am), ancre sur un anneau de diffusion (Ad) de mime type mals plus dope (P1 que 
lesubstrat (P) et plus large que l'anneau de m6tal (Am), cet anneau de m6tal lsolant completement des rayc>ns 
ultra-violets la cellule m6moire a grille flottante (C1), dans une zone int&rieure (1) a l'anneau de m6tal (Am), le 
drain (D1). la source (81) et la grlfle de contrOle (GC1) etant connect6s a l'ext6rleur de l'anneau de m6tal (Am) 
par des connexions enterrees. 

2. Circuit integr6 salon la revendlcatlon · 1, caract6ris6 en ce que les retomb6es de metal (Rm) du masque 
de metal (Mm) ne sont pas rltalislles au bord du masque de metal (Mm). 

3. Circuit integre salon la revendlcatlon 1 ou la revendlcatlon 2, caract6ria6. en ce qu'un circuit de sttlection 
(TS1) de la cellule UUPROM est place en dehors de l'anneau de metal (Am). 

4. Circuit salon l'une quelconque des revendlcatlons 2 ou 3, caract6rls6 en ce que deux cellules mllrnoire 
a grilleflottante (C1, ~) sont 6 l'intllrleurd'un mArne anneau de metal, ayant chacune leurtranslstor de s61ectlon 
(TS" TS.2) et n'ayant comme lien commun entre elles que leurs sources (S" S2) !lees 6 un m6me signal de 
masse cornmandee (AG). reallsant alnsi une double cellule UUPROM. 

5. Circuit selon la revendlcatlon 4, · caract6rise en ce que la double cellule UUPROM oomporte un axe de 
sym6trie (M) qui la s6pare en deux plans de structures symetriques, chacun comportant une cellule (C,. Cz). 

6. Circuit salon l'une qualconque des revendications pr6c6dentes, avec une connexion enterr6e compor­
tant un caisson et al cheval sur ce caisson et le substrat, deux diffusions en vis A vis, caract8rlse en ce que la 
longueur (L) des deux diffusions en reg8rd, est supltrieure a la distance (1) qui lea s6pare, cette longueur 6mnt 
Celle des c6t6S des deux diffusions en VIS a VIS, paralleles et d'identique longueur. 
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premiere technique de realisation decrite. Ceci rend particullerement lnteressant le cholx d'une cellule 
EEPROM dont la grille de contrOle est realisee sous la forme d'une region en diffusion N+, situee sous la grille 
flottante et d'un transistor de selection place 111 l'exterleur de la frontlere. Dans ce cas, les llgnes de metal evo­
quees ci-dessus devlennent lnutlles. 

5 Enfin, on notera que dans !'Invention, ii n'est pas Important que les retombees de metal solent vertlcales: 
c'est une caracterlstique qui decoule seulement de l'exemple de procede d'obtentlon de ces retombees decrlt. 
II faut seulement que ces retombees rellent le masque de metal au substrat et qu'elles solent ancrees en continu 
sur une diffusion du substrat, de manlere IA lsoler completement la zone lnterleure des rayons ultra-violets. 

Dans l'exemple de la figure 2, on a deux cellules memolre C1 et~ dans la zone lnt6rleure 1. On a alnst 
10 une "double" cellule UUPROM. 

L'utilisation d'une cellule IA grille de contrOle diffusee a permls d'une part de proteger totalement des rayons 
ultra-violets une cellute memolre ~ gn1te flottante, et ce de manlere simple et dans le prfnctpe et surtout dans 
sa realisation pratlque, puisqu'll n'augmente pas le nombre de masques nece8salres. II a permls d'autre part, 
et c'est un avantage considerable du point de we denslte d'lnt6gratlon, de r6dulre conslderablement la surface 

15 occupee par une telle cellule UUPROM. Dans l'exemple de la cellule double, on peut attelndre par example 
une surface de 242 µm2• Par allleurs, la technologie associee aux cellules IA grille de contrOle en diffusion est 
plus simple et plus fiable que celle des cellules ~ deux nlveaux de poly-slllclum, IA cause de !'absence d'lnter­
poly entre la grille flottante et la grille de conlr61e. Ces avantages se repercutent done sur la flabillte de telles 
cellules UUPROM selon !'invention. 

20 Les cellules C1 et C2 ont dans l'exemple, leur source S1 et Sz au mAme signal de masse commandee AG : 
ce signal est commun en falt ~tout le plan memoire et les cellules C1 et C2 sont independantes. D'autres confi­
gurations sont possibles, suivant la fonctiOn logique a realiser. Dans l'exemple, on a rllduit la surface occupee 
par deux cellules memoire proteglles des rayons ultra-violets selon !'invention, de deux fois la surface d'une 
ligne d'anneau Ad selon l'axe M, par rapport a la sutface occupee par deux cellules memoire protegees cha-

2s cune independamment des rayons ultra-violets selon !'invention. On pourralt aussl avolr une telle structure 
avec trois ou quatre cellules, en utilisant une syrnllbie par rapport au c0t6 bas horizontal H. 

Entin, !'invention s'applique aussi ii une cellule toute seule. 

30 Revendlcations 

1. Circuit integre realise en technologle MOS a partir d'un seml-conducteur d'un premier type de dopage 
(P), comportant ao moins une cellule milmoire {C1) a grille flottante {GF1) ayant une source {S1), un drain (01) 

et une grille de contrale (GC1) et protegee des rayons ultra-violets par un masque de metal (Mm) qui la recouvre 
35 sur une surface superleure, ce masque ayant des points d'ancrage sur le substrat semi-conducteut realises 

par des retombees de metal (Rm) du masque de metal (Mm), caractilrlse en ce que la grille de contrOle (GC1) 

est realisee par une diffusion du second type de dopage (W), et en ce que ces points d'ancrage torment un 
anneau de metal continu (Am), ancre sur un anneau de diffusion (Ad) de m6me type mais plus dope {Pt') que 
le substrat (P) et plus large que l'anneau de m6tal (Am), cet anneau de metal lsolant completement des rayons 

4-0 ultra-violets la cellule memoire a grille flottante (C1), dans une zone interieure (1) IJ l'anneau de metal (Am), le 
drain (01), la source (S1) et la grille de contrOle (GC1) etant connect6s a l'exterieur de l'anneau de metal (Am) 

par des connexions enterrees. 
2. Circuit integre selon la revendicatlon 1, caracteris6 en ce que-les retombees de metal (Rm) du masque 

de metal (Mm) ne sont pas realisees au bord du masque de metal (Mm). 
45 3. Circuit integre selon la revendication 1 ou la revendlcation 2, caracterlse en ce qu'un circuit de selection 

(TS1) de la cellule UUPROM est place en dehors de l'anneau de metal (Am). 
4. Circuit selon l'une quelconque des revendicatlons 2 ou 3, caracterise en ce que deux cellules memoire 

a grille flottante (C1, Cz) sont a l'interieur d'un m6me anneau de metal, ayant chacune leur transistor de selection 
(TS1r TSz) et n'ayant comme lien commun entre elles que leurs sources {S1, Sz) liees a un m6me signal de 

so masse commandee (AG), realisant ainsi une double cellule UUPROM. 
5. Circuit selon la revendication 4, caracterise en ce que la double cellule UUPROM comporte un axe de 

symetrie (M) qui la separe en deux plans de structures symetriques, chacun comportant une cellule (C,, Cz). 
6. Circuit selon rune quelconque des revendications precedentes, avec une connexion enterree compor­

tant un caisson et a cheval sur ce caisson et le substrat, deux diffusions en vis a vis, caracterlse en ce que la 
55 longueur (L) des deux diffusions en regard, est superleure a la distance (1) qui les separe, cette longueur etant 

celle des <:Otes des deux diffusions en vis a vis, paralleles et d'identlque longueur. 
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Patentanspruche 

1. In MOS-Technologie und auf Basis elnes elnen ersten Dotterungstyp (P) sufwelsenden Halblelters ver­
wirklichte integrlerte Schaltung mlt mindestens einer ein Schwebendgste (GF1) aufweisenden Spelcherzelle 

5 (C1) mlt einer Source (S1), einem Drain (01) und elnem Steuergate (GC1), deren W-Schutzmaske (Mm) aus 
Metall die obere Fliiche zudeckt und sis Metallschenkel ausgeblldete Verankerungsstellen (Rm) am Substrat­
halbleiter sufwelst, dadurch gekennzelchnet, daB das Steuergate (GC1) durch elne Diffusion mlt elner Dotie­
rung des zweiten Typs (N+) verwirkllcht 1st, und daB die Verankerungsstellen einen geschlossenen Metallrlng 
(Am) bllden, der an elnem Diffuslonsrlng (Ad) verankert 1st, der elne Ootlerung des glelchen Typs, die jedoch 

10 lntenslver (p+) als die des Substrats 1st, aufwelst, wobel der Ring (Ad) brelter sis der Metallrlng (Am) 1st, der 
die Schwebendgateapelcherzelle (C1) von UV-Strahlen lnnerhalb elner lnneren Zone (1) des Metallrlngs (Am) 
vollstindlg lsollert, wobel das Drain (01), die Source (81) und das Steuergate (GC1) mlt dem AuBentell des 
Metallrings (Am) uber tlefliegende Verbindungen verbunden slnd. 

2. lntegrierte Schaltung nach Anspruch 1, dadurch gekennzelchnet, dsB die Metallschenkel (Rm) der 
15 Metallmaske (Mm) am Rand der Metallmaske (Mm) nicht verwlrkllcht slnd. 

3. lntegrlerte Schaltung nsch Anspruch 1 oder Anspruch 2, dsdurch gekennzelchnet, dsB elne Auswahl­
schaltung (TS1) der UUPROM-Zelle susBerhalb des Rings (Am) angeordnet isl 

4. lntegrierte Schaltung nsch Anspruch 2 oder Anspruch 3, dadurch gekennzelchnet, daB die zwei Schwe­
bendgatespeicherzellen (C1 und C2) lnnerhalb des gleichen Metallrfngs angeordnet slnd, wobel deren jede 

20 einen Auswahltransistor (TS1 und TS2) besltzt und als gemeinsame zwlschen Ihnen erstreckende Verblndung 
lediglich ihre Sources (S1 und 82) aufweist, die mlt dem gleichen Signal der gesteuerten Masse (AG) beauf­
schlagt werden, so daB eine doppelte UUPROM-Zelle verwlrklicht wlrd. 

5. lntegrlerte Schaltung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daB die doppelte UUPROM-Zelle elne 
Symmebieachse (M) aufwelst, die sie in zwel Ebenen mlt symmetrischem Aufbau trennt, die jewells eine Zelle 

25 (C1 und C2) aufweist. 
6. lntegrierte Schaltung nach einem der vorhergehenden Anspruche mlt einer tiefllegend,en Verbindung 

mlt einer lnsel, wobel die Verbindung _:zWei slch gegenuberliegende Dlffuslonen aufwelst, die die lnsel und das 
Substrat uberspannen, dadurch gekenn;z;elchnet, daB die Uinge (L) der zwei slch gegenilberllegenden Diffu­
slonen die sle trennende Entfernung (1) uberstelgt, wobel dlese Liinge der Liinge der Sellen der zwel slch 

30 gegenuberllegenden, parallelen und glelchlangen Dlffuslonen entsprlchl 

Claims 

35 1. An Integrated circuit produced ualng MOS technology from a semiconductor having a first type of doping 
(P), comprising at least one memory cell (Ci) having a floating gate (GF1), a source (S1), a drain (01) and a 
control gate (GC1) and being protected from ultraviolet rays by a metal mask (Mm) which covers Its upper sur­
face, this mask having fixing locations on the semlconc:;luctor substrate formed by downward metal projections 
(Rm) from the metal mask (Mm), characterized In that the control gate (GC1) is formed by diffusion of a second 

40 type of doping (W), and in that the fixing locations form a continuous ring of metal (Am) fixed to a ring (Ad) 
consisting of a diffusion of the same type but more highly doped (p+) than the substrate (P) and wider than the 
metal ring (Am), this metal ring completely Isolating the floating gate memory cell (C1) from ultraviolet rays In 
a region (1) inside the metal ring (Am), the drain (01) the source (S1) and the control gate (GC1) being connected 
to the outside of the metal ring (Am) by burled connections. 

46 2. An integrated circuit as claimed in claim 1, characterized in that the downward metal projections (Rm) 
from the metal mask (Mm) are not formed at the edge of the metal mask (Mm). 

3. An Integrated circuit as claimed in claim 1 or claim 2, characterized In that a circuit (TS1) for selection 
of the UUPROM cell is located outside the metal ring (Am). 

4. A circuit as claimed in elthel'. one of claims 2 or 3, characterized In that two floating gate memory cells 
50 (C1, Cl) are inside the same metal ring each having their own selection transistor (TS11 TS2) and having only 

their sources (S1, 82) connected together In common, the latter being connected to a common array ground 
signal (AG) thus forming a double UUPROM cell. 

5. A circuit as claimed in claim 4, chara_cterized In that the double UUPROM cell comprises an axis of sym­
metry (M) which separates it into two symmetrical structural layouts each comprising one cell (C1, C2). 

55 6. A circuit as claimed in any one of the preceding claims which has a burled connection comprising an 
island and, bridging this Island and the substrate, two facing diffusions, characterized in that the length (L) of 
the two facing diffusions Is greater than the distance (1) which separates them, the length In question being 
that of the sides of the two parallel, facing diffusions of identical length. 
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